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El presente invento se refiere a un conmu=

tador de estado sélido. Se describe un circuito de excitacién
capacitiva de alta tensidén para acoplar una tensipn de entrada
dc o de impulsos dc a un relé que tiene un circuito de salida
de alta tensibdn, en dénde la salida ddl circuito relé de alta
tensibén estd aislada eléctricamente de la entrada de control
sin la utilizacibén de acopladores 6pticos. El circuito de
excitacidén capacitiva combinado y el circuito conmutador de
alta tensidén del presente invento pueden integrarse én un
Unice chip de silicio que utiliza té&cnicas de fabricacidn

de aislamiento convencionalesrpara ﬁroporcionar un buen ais-
lamiento entre la entrada de control y la salida del circuito
relé de alta tensién. Un par de acopladores capacitivos adap-
tados se excitan en un modo de push~pull para enviar cargas
eléctricas a un circuito de control en flotacibén que estable-
ce el contacto del relé de alta tensidn. Un circuito exclusivo
OR impide que las sefiales de alta tensidn en los terminales
de contacto desplacen inadvertidamente el contacto ON (conec-
tado) o el OFF (descomnectado) respondiendo solamente a entra-~
das fuera de fase. El conmutador de alta tensidén descrito

y el circuito de excitacidn acoplado capacitivamente es apro-
piado para su fabricacidm en un Unico chip semiconductor.

. Bl presente invento estd referido al campo
de los.circuitos integrados y mAs concretamente a un conmuta-
dor de alta tensidn y un circuito de excitacidn acoplado ca-
pacitivamente para proporciénar un relé de alta tensidn con
una entrada controlada que es apropiado para su fabricacidn
en un ﬁnicé chip de silicio. El presente invento tambien se
refiere al campo de los circuitos de linea telefbénica dé es-

tado sb6lido en dbénde se requieren relés DC en circuito inte-
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grado y circuitos de excitacidn acoplados capacitivamente
para acoplar las tensiomes de entrada DC a conmutadores de
alta tensidén manteniendo sin embargo el aislamiento entre
el conmutador de alta tensibén y la entrada DC controlada al
conmutador.

| Los conmutadores de alta tensidn de técmica
anterior para derivar una sefial de salida de alta tensidn
de una entrada DC en dénde se requiere que la parte del conmu-
tador del circuito se fabrique en una configuracidén MOS en
éhip de silicio y circuito integrado, por ejemplo, deben man-
tener el aislamiento eléctrico entre los contactos del relé
de estado sdlido del conmutador de alta tensidn y lé entrada

de control por la que se acoplan al circuito una tensibém DC

o0 una tensidén DC en impulsos. En la técnica anterior este

aislamiento eléctrico se conseguia por medio de acopladores

dpticos o transformadores. Ni los acopladores o6pticos ni los

.~ transformadores pueden combinarse con el conmutador de alta

tensidn sobre un Gnico chip de circuito integrado utilizando

“téenicas de fabricacidén de circuitos integrados conocidas

‘astualmente para el disefio de un circuito integrado MOS. El

aislamiento entre la salida dei relé de estado sdlido del
conmﬁtador de alta tensién y su entrada de contrpl es esen-
cial.en una configuracidén de circuito integrado, ya que la
alta tensidén a‘lalsalida del relé podria destruir la porcidn
del légico de éntradq\del circuito, causando una conmutacién
indeseable del relé. Adiconalmente, el aislamiento de los
terminales de salida del commutador de alta tensién ¥y su
entrada de control es particularmente apropiado en aplica-
ciones tales.como los circuito de linea telefénica en dbnde

se requiere una tierra de flotacidén en el conmutador.
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Como se ha mencionado anteriormente, los.
acopladores 6ptivos deben fabricarse separadamente y ensam=
blarlos luego en lugar de fabricarse sobre un Gnico chip
de silicio para la transmisidn de sefiales entre dos circuitos
que deben estar aislados eléctricamente entre si. Tales aco-
plados dpticos incluyen normalmente un diodo de emisidn lu-
minosa y transistores fotosemnsibles configurados de tal ma-
nera que se aplique una tensidén de entrada a los terminales
LED. La salida de luz LED resultante conecta entonces los
transistores fotosensibles pfoﬁuciendo una tensiép de salida
aislada eléctricamente a la salida del fototransistor de la
tensidon de entrada. Tales acopladores épticos son bien cono-
cidos y se describen en Microelectrdnica Moderna de la Aso-
ciacidon de Educacidén e Investigacidn, Segunda Impresién 19747
en las piginas 312 y 313.

El presente invento puede utilizarse Qenta-
josamente en ia fabricacién de multicircuitos MOS fabricados
segin los bien conocidos procesos de aislamiento dieléctfico
que se describen con mis detalles, por ejemplo, en Microelec-
trénica Moderna antes mencionada, Segunda Impresién 197k, en
las béginas k25 a 434. Una particular técnica de fabricacién
conocida en dbénde las curvas en forma de V se graban al agua
fuerte en la superflcle del dado semlconductor de 6xido me-
tdlico (VMOS) es una té&cnica de Fabricacién bien conocida’
en_dénde la diferencia vertical entre dos capas de difusiénz
(la longitud de canal) se mantiene cdrta, esto es, algunos
micrones es, una tecnologia logica MOS normal que es apropiada
para fabricar el circuito del presente invento y en dénde no
pueden integrarse los acopladores Opticos de la tecnologiar

anterior. Ua que estas técnicas de fabricacidn ya son bién
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conocidas, no las describiremos aqui con detalle, pero hare-
mos referencia a la Microelectrénica Moderna mencionada an-
teriormente para una descripcidén de la fabricacidn MOS.

El circuito descrito sin los acopladores
o transformadores de la técnica anterior puede fabricarse
en circuitos integrados en gran escala (LSI) junto con otros
dispositivos y es particularmente apropiado para su utiliza-
cibén en tales éircuitos LsI diseﬁados.para su fabricacidn en
grandes cantidades, tal como la parte del generador de sefial
de los circuitos de lineas telefdnicas del tipo descrito en
la solicitud de.patente norteamericana N2 773.713.

Describiremos a continuacién una combina-

cibn de un conmutador de alta tensidn y un circuito de exci~

' tacidn acoplado capacitivamente para un relé de circuito in-

‘tegrado en dénde el aislamiento de la tensién de entrada de

control de la salida de alta tensidén del relé se consigue

;pqr medio de un par de condensadores adaptadoé Yy una puerta

exclusiva OR que responde solamente a una entrada de exicta-

“¢ibén fuera de fase. Los condensadores de acoplamiento adap-

20 ‘tados que se excitan en una configuracidén en push-pull pro-

- 25,
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porcionan una sefial a la salida de una puerta’légica que,
cuando se aplica a las puertas de un par de transistores MOS
los pasa a la condicidn ON(conectados), y prdporciona un
conmutador de alta tensién en las salidas de los mismos. La
puerta exclusivaVOR no responde a una entrada de excitacidén
.en fase; com consecuencia el relé no esti sujeto a conmuta-
ciones inadvertidas causadas por-fallo del aislamiento de la
salida dei conmutador respecto a la entrada de control. La

combinacidén del conmutador y el circuito de excitacidn capa-

citivo puedé fabricarse totalmente sobre un solo chip de si-
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licio en configuracidém VMOS sin la necesidad de acopladore§
dpticos o transformadores.

LarFig. 1l es un esquema de un conmutador
de alta tensidn y un circuito de excitacidn aboplado capa=-
citivamente de acuerdo con el invento.

La Fig. 2 es un diagrama simplificado de
un generador de sefial del tipo de puente aislado en flotacidn
para su utilizacidn en un circuito de linea telefbnica en
dbénde- puede utilizarse el presente invento.

Refiriéndénos a la Fig. 1, en ella se ilus-
tra en 10 la combinacién del commutador de alta tensidn y
el circuito de excitacidn acoplado capacitivamente. Un reloj
de 5 MHz u otra sefial apropiada se acopla a través de una
guerta NAND al légico de entrada 12 y excita un.par de con-
densadores adaptados en el circuito de excitacidn acoplado
capacitivamente 14 pafa acoplar una tensidén DC aplicada a
la cadencia del reloj aplicado al conmutador de alfa ten-
sidén 16, parte del circuito. Los condensadores adaptados
28 y 30 son normalmente de unos diez picofaradibs con cons-
tantes de tiempo de aproximadamente 10-4. E1 légico de entra-
da 12, el excitador acoplado capacitivamente 14 y el conmu-

tador de alta tensidén 16 pueden configurarse sobre un {nico

S -

chip de silicio al que se aplica el'reioj'ﬁé‘S Mﬁz por un
conmutador 18 estando en la posicidén ON o al que puede‘apli-
carse una sefial DC en impulsos en la enfradarde sefial de *
control del conmutadér 18, pér ejemplo, puede ser de ﬁna
frecuencia de 100 Hz o menos. La puerta NAND 20 tiene acopla-
do a una de sus entradas légicas el reioj de 5 MHz y tiene
acoplada a su otra entrada ldégica 24 una sefial que es bieﬁr

baja (cero voltios) o alta (15 voltios) para volver el conmu-
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tador 16 a OFF (desconectado) u ON (conectado), respectiva-
mente. Un generado de tensidn DC de 15 voltios 22 estd aco-
plado a la puerta NAND 20 en la entrada de tensidén apropiada
para el dispositivo utilizado. Se obtiene una operacidn de
conmutacidn por impulsos en una frecuencia de la seiial de
control en la entrada de la sefial de control de impulsos

al conmutador 18.
| Cuando el conmutador 18 esti en la posi-
cidn ON (conectado), la tensidn DC de 15 voltios aplicada
en 22 se acopla internamente en la puerta NAND a la entrada
légica 24 de la puerta NAND 20. Los 15 voltios acoplados a
‘;ié puerta NAND 20 en la linea 26, la-cadencia de reloj de

" 5'MHz aparece a la salida de la puerta NAND 20 y se acopla

‘;aEun.par de condensadores adaptados 28 y 30, estando acopla-

""da la tensidtn de excitacidn directamente al condensador adap-

tado 28 (en fase) e invertida por el inversor 32 antes de

. Eeb acoplada (fuera de fase) al condensador adaptado 30. Los

condensadores de acoplamiento adaptados 28 ¥y 30 con valores

1wbp'el‘margen de los 10 picofaradios sirven para acoplar ca=-

:Vpgiifivamente la entrada aplicada al légico 12 a un.nivel

de tensidén determinado por el generador DC 22 a un circuito

- puente de diodos 34 que incluye cuatro diodos configurados

- 25.

30

éopopgéTifustra en la figura. Esto en realidaa desacopla la
éntfédé DC de la tensidn en el lado del puente de diodos de
165-§oﬁdensadores 28 y 30, realiz;do comé consecuencia la
funéibn previamente.realizada por un acoplador éptico, es=-
to es, el aislamiento eléctrico. La tensidén DC de 15 voltios
_ap;i;adaia la pgerta NAND 20 y el inversor 32 que se acopla
 ai'puente de diodos 34 tambien se aéopla a una puerta ex-

gluvisa OR 36 que se alimenta por la entrada del puente de
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diodos 34. El1 condensador 38 filtra la enﬁrada aplicada a
la puerta exclusiva OR 36 por el puende de diodos 34, pro-
porcionando un rectificador de onda completa aIimegtado por
una onda cuadrada de entrada a la cadencia de reloj de 5 MHz.
Aparece una tension DC en los electrodos
puerta del cohmutador de alta tensidén 16 como sigue: la sa-
lida de la exclusiva-OR 36 es alta (ON) solamente cuando las
dos entradas légicas 40 y 42 a la misma desde el puente de
diodos 34 estin fuera de fase, esto es, cuando una eﬁtrada
estd alta (légico 1) y la otra entrada estd baja (légico 0).
Cuando la salida de la exclusiva-OR 36 es alta (légico 1)
asta salida se acoplari a tra?és del diodo 44, el condensa-
dor de carga 46 y.conecta los transistores de alta tensidn
%€ y 50. Esto sir;e para proporcionar una via de baja resis-
tencia entre los terminales de salida 52 vy 54 en los drenajes:
de los transistores 48 Y 50 respectivamente. Los'transistores
48 Yy 50 pueden comprender, por ejehplo, los transistores VMOS
Part Number VMP 22, que tienen las conexiones de puertg v
alimentacidn como se ilustran, o sus equivalentes, fabricados
por Siliconex Corp., que tienen una capacidad de 90 voltios.
Esta capacidad puede aumentarse a una slida de 400 a 500 vol-.
tios por 1la variaciéﬁ‘de los paradmetros del transistor y gl
ejemblo de 90 voltios se da solamente a modo de ilusfraciéh.>iﬁ»
- Describiremos seguidamente el funcionamiento
del conmutador de:alta tensidén y el circuito de excitacién
capacitivo 10 para el caso en el que la entrada de 1la linea
24 a la puerta NAND 20 ‘sea baja (O voltios), esto es, cuando
el conmutador 1li esti en la posicién OFF (desconectadp). Para
esta condicidn, la salida de la puerta NAND 20 son 15 voltios

DC no temporizadosy que esta bloqueada por los condensadores



5

10

15

20

-25.

30

8‘

28 y 30. La carga residual de los condensadores 28 y 30 se
disipa en las resistencias 56 y 58 respectivamente como una
éorriente de pérdidas. El condensador 46 se descarga a tra-
vés de la resistencia 60, resultado en una tensidén puerta
a;fuente aplicada a los transistores 48 y 50 de 0 voltios
que pasa los transistores 48 y 50 a la condicién OFF y que
proporciona una via de lata resistencia entre los terminales
52 y 54 en los consumos de los tranaistores 48 y 50 respec-
tivamente.

Cualquier corriente que pueda acoplérse

a los condensadores 28 y 30 desde los terminales de salida

.52 y 54 de los transistores 48 y 50 resultarid en la misma
fdiferencia de potencial a través de los condemnsadores 28

¥ 30, lo que proporciona sefiales en-fase en los terminales

de entrada 40 y 42 de la exclusiva-OR 36. Ya que, como se

ha mencionado anteriormente, la puerta exclusiva-OR 36 ten-

. dr4 solamente una salida en respuesta a entradas fuera-de-

fase, la puerta exclusiva-OR 36 es insensible a la sefial én

~fase aplicada en las entradas 40 y 42 de la misma. Es evi=

"dente que la tensidn de salida que aparece en los terminales

52 ¥ 54 del conmutador de alta tensidn mno tendri efecto en

el funcionamiento del conmutador, gue se conecta solamente

por‘el'éxditador fuera-de-fase. Asi, la operacidén de la

‘puerta exclusiva OR 36 mantiene el aislamiento eléctrico
-de la tensidén de salida del conmutador 16 para todas las

tensiones por debajo del limite de ruptura de los transisto-

"res 48 y 50 y de los condensadores 28 y 30, lo que como se

ha mencibhado'puede ser dentro del margen de 400 a 500 vol~
tios. Ya que todos los componentes activos pueden incluir

transistores MOS que se pueden fabricar de acuerdo a téc-
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nicas bien conocidas, utilizando procesos de aislamientordié-
léctrico convencional, todo el circuito puede realizarse S0~
bre un ﬁpico chip de silicio. Se obtiene asi en los termina-
les 52 y 54 una tensién DC conmutada en flotacidén y aislada-
(de tierra).

Refiriépdanos a la Fig. 2, se ilustra en
100 un circuito puente aislado en flotacidén para conmutar
la salida del secundario de un circuito de linea telefbénica.
Este circuito ‘es Gtil como un generador de sefial programable
en un circuito de linea de abonado telefénico para adaptar
las lineas o enlaces telefbénicos analdgicos a un sistema de
conmutacidén digital del tipo descrito con detalle en la so=
liditud de patente norteamericana Serie n2 733.713 vy a la
que se hace referencia para mas detalles del funcionamiento
del circuito de linea vy ‘del generador de sefial programable.
Para los fines de la pnesente descripcidn, es suficiente la
incorporacién de los conmutadores éel presente invento en
el generador de sefial ilustrado. En un tal circuito de linea,r
las sefiales analdgicas de entrada tal como aparécen en 1a$
lineas de sefial 102 y 104 se detectan, se digitizan y se pro-
cesan por un microprocesador para derivér una sefial de exci=-
tacibén modulada de la tensién detectada digitizada, que se
acopla 1uégo al'generador de sefial pfogramable pafa.geﬁérar
diferentes sefiales, tales como la tensidén de llamada telefé-
nica. Los detalles del funcionamiento del circuito de linea
mencionado antes se describen en la Patente Norteaﬁericana
Ne 733.713 que se puede indicar aquil a ﬁodo de referencia
sin embargo, es suficiente para un entendimiento de una apll—
cacién tipica del presente invento que el generador de se-

flal programable mostrado en 100 debe estar aiéladoardel.res-
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to del circuito de linea (mo mostrado) por medio de un trans-
formador tal como el transformador de ferrita 106. Ya que

el valor de la sefial generada por un generador de sefial pro=-
gramable estd determinado por las sefiales de control de en-

5 trada derivadas de un microprocesador, el generador de se-
flal 100 se describe, en términos generales, como un generador
de senial programable.

Para un valor dado de tensibén acoplada al
primario 108 del transformador 106 por un transistor de ex-

10 citacidn llO.de un circuito de excitacibén tiene una excita-
cidén base derivada de un microproceéador de tal manera gue

.f}h_excitacién de base tiene una duracidbén de impulso variable
VEnyel orden de 50 a 100 KHz para la generacién de una ten-
,fbiﬁn DC fija en las liﬁeas de sefial 102 y 104. La duracidn

15 --de impulso de la excitacidén de base aplicada al transistor

100 se vafia por el microprocesador de acuerdo con los cam-:
ithips de carga detectados en las lineas de sefial 102 f 104

que se detectan en el circuito de linea y se utilizan por

\~q;:microprocesador para variar la duracidén de impulso de

~
~ v

20 ;la;excitacién de impulso en la base del transistor 110 para

N
v

-hacer posible, por ejemplo, la deteccidn de los cambios
gn.ellgstado del gancho del aparato del abonado..
| - Un cierto nimero de conmutadores si, s2,
53, S4, S5 y 86 se utilizan en un tal generador de sefial. '
25 Cada uno de los conmutadores S1 a S6 puede comprender un

conmutador de alta temsidn y un circuito de excitacién aco-

- plado capacitivamente de acuerdo con el presente invento des-
crito en comexidén com la Fig. 1, con la entrada de sefial de

. control ilustrada por el commutador 18 de la Fig. 1 estando

30 proporcionada para los conmutadores S3 a S6 por las seilales
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de control de conmutacidén desde el microprocesador en las

entradas de control de los conmutadores. Los conmutadores

‘S1 y 52 pueden utilizarse pPara poner a tierra el lado de

la linea con fines de prueba ¥ la inductancia 112 sirve pa-
ra aislar el generador de sifial de impedancia relativamente
baja de la linea.

Operacionalmente, el primario 108 alma-
cena energia de acuerdo con la relacidn E = l/2.i2. Cuando
el transistor 110 esti en ON (conectado)(losrpuntos indica-
dos con polaridad positiva se ;;elven de polaridad negativa)
el diodo 114 no conduce. Cuando el transistor 110 esti OFF
el diodo 114 conduce, cargando el condensador shunt 116 ¥y
transfiriendo la eneréia almacenada en el primario 108 al
secundario 118, esto es, al condensador 116. La,traﬁsferen-
cia de energia del primario el secundario del transformador
106 esta controlada por la conmutacibén del transistor 110
miantras que la cantidad de energi; transferida (la tensidn
de salida efectiva) estid controlada por el ciclo de trabajo
de la conmutacidén del transistor ilO,'que a su vez estid con-
trolado pof la seflal modulada por duracién de impulso apli-
cada a su base.

. Los conmutadores S3, S&, S5 y S6 del pre-
sente'invehtp, que pueden comprender conmutadorés VMdS dél.'
tipo descrito con refencia a la Fig 1 estan excitados ﬁér
el transformador de aislamiento acoplado al microprocesadér
controlado por los impulsos de conmutacidn en sus entradas
de control. Se genera una sefial ac por medio de una ;eﬁal
rectificada en media onda y los conmutadores S3 a S6. Cuan-

do los conmutadores S3 y S4& estin ON los conmutadores S5 y

56 estan OFF, y viceversa. A modo de ilustracidén, cuando
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los conmutadores S3 y S4 estdn ON la polaridad negativa del
" condensador 116 se acopla a la linea de sefial 102 y la po-
laridad positiva a la linea de sefial 104. Es importante man-
tener la configuracidén del puente en flotacién de tal manera
5 que el aislamiento de las salidas de los conmutadores S3 a
S6 de las entradas de control al mismo se mantenga.
Ha de quedar entendido que la anterior
descripcidén de una forma determinada del invento se hace a
modo de ejemplo y no debe considerarse como limitacidn de
10 su alcance.
El presente invento corresponde a una so-
yiiqitud de patente formulada en Estados Unidos el dia 24 de

;Febrero de 1978, sefialada con el N2 880,833 G. 232 y se aco-

“

PR

. ge. por tanto a los beneficios que otorgan los convenios in-

15. “ternacionales vigentes.
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Los puntos de invencidn propia y nueva que
se presentan para que sean objeto de esta patente de vinete
aflos son los.siguientes:

l.- Un conmutador de estado sdlido que com-
prende: )

- elementos l4gicos de entrada para acoplar selectivamente
una tensidén de entrada a una salida de dichos elementos 1&-
gicos de entrada en una frecuencia predeterminadaj.
- elementos para acoplar capaéitivamente dich& tensidn de
frecuencia predeterminada a un par de entradas légicas, de
tal manera que dicha tensién de frecuencia predeterminada

enr una de dichas eﬁtradas légicas estd fuera de fase respec-
to de la otra tensibdn de frecuencia predetérminada en la otra
de las entradas légicas;

~ elementos puerta que responden a las tensiones en dichas
euntradas légicas y que tienen una salida cuando las tensio-
nes en dichas entradas l6gicas estin fuera de fase; ¥

~ elementos de conmutacidén que responden a la salida de los
elementos puerta para proporcionar bien una salida de alta
tensidén o una via conductiva de baja resistencia a la salida

de los mismos, de acuerdo con la salida de dichos elementos -

puerta, de tal manera que dicha salida de alta tensidn esti

electricamente aislada de dichos elementos lbégicos de entra-

da.

2.~ Un conmutador de estado sblido de acuér-
do con la reivindicacidén 1 en dbénde los elementss légicos
de entrada comprenden un circuito puerta para acoplar una
tensidén DC desde lé entrada de los mismos a su salida en

dicha frecuencia predeterminada. '
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3.- Un'cénmutador de estado sblido seglin
la reivindicacidén 2 en dénde dichos elementos para acoplar
capacitivamente dicha tensién comprenden:
- un primer condensador acoplado a la salida de los elementos
légicos de entrada y a una de dichas entradas légicas a di-
chos elementos puerta;
- un fnversor acoplado a la salida de dichos elementos 1légi-
cos de entrada y a un segundo condensador, estando acoplada

.

la salida de dicho segundo condensador al otro lado de las

entradas légicas de dichos elementos puerta, de tal manera

que las salidas de los condensadores primero y segundo estén

" fuera de fase una respecto de la otra.

.

L.~ Un conmutador de estado sbélido segin

fiéireivindicacién 3 que comprende ademés:

“~’un elemento en puente de diodos acoplado a las salidas de
los condensadores primero y segundo para mantener‘niveles

;Hqgtensién‘predete;minados en las éntradas légicas de los
elementos puerta.

3‘3€ "~ 5.~ Un conmutador de estado sélido segin

flqtreivindicgcién 3 en dénde dichos elementos puerta incluyen )
una puerta exclusiva-OR.
' 6.~ Un conmutador de estado sbélido segin
la réivindicacién 3 en dbénde dichos elementos de conmutacién
combrenden un par de transistores de conmutacién que se conmu-
tan a la posicién ON por la presencia de la salida de dichos
elementos puerta yra OFF por la ausencia de la salida de los
elementos puerta.
: 7+.=- Un conmutador de estado sdlido segfin
la reivindicacién 6 en dénde dichos transistores de conmuta-

cidén son transistores MOS que tiemen sus puertas acopladas
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a la salida de los elementés puerta y proporcionan bien una
via de resistencia alta o baja entre sis drenajes en respuesta
a la presencia de una salida desde los elementos puerta.

8.~ Un conmutador de estado sélido segiin
la reivindicacidén 7 en dénde dichos transistores de conmuta-
cidén con transistores VMOS.

9.- Un conmutador de estado sbélido segin
la reivindicaci65“3 en doénde dichos elementos ldgicos de
entrada, los elementos para acoplar capacitivamente la ten-—
sién_de frecuenciapredéterminada, los elementos puerta y los
elementos de conmutacidn estédn comprendidos en un finico chip
de silicio.

10.~ Un conmutador de estado s&lido segin
la reivindicacidn 1 para un circuito de abona&o teleféhico,
que incluye un generador de sefial para generar una fensién
de salida aislada eléctricamehté, incluyendo elementos de
aislamiento de sefial que tienen varios conmutadores de es-
tado sblido, estandoracoplado cada uno de tales conmutadores
a nn generador de sefiales de control en una entrada de con-
trol del mismo, en dbénde cada uno de.los conmutadores de es-
tado sd6lido comprende:

- elementos légicos de entrada que tienen una entrada_qe,,
cqntrol para acoplar una tensiéq a una séliﬂa de dichos‘eié-
mentés'légicos de entrada en una frecuencia predeterminada;
~ elementos para acoplar capacitivamente dicha tensidn de
frecuencia predeterminada a un par de entradas légicas,

de tal manera que dicha tensién de frecuencia predeterminada
en una de dichas entradas légicas es de una fase diferente

que la fase de la tensidn en la otra de las entradas lééicas§

~ elementos puerta que responden a las tensiones an dichas

.
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entradas légicas y que tienen una salida cuando las tensiones
en dichas entradas légicas estan fuera de fase; y
- elementos de conmutacidn que responden a la salida de dichos
elementos puerta para proporcionar bien una salida de alta
tensién o una via conductora de baja resistencia & la salida
de los mismos, de acuerdo con con la salida de dichos elemen~
tos puerta, de tal manera que dicha salida de alta tensidm
esté.aislada electricamente de dichos elementos légicos de
entrada;

"1ll.- Un conmutador de estado sdlido de

acuerdo con la reivindicacidn 10 para un circuito de abomado

" telefdénico que tiene varios conmutadores de estado sélido
“mejorados en dbénde dichos elementos en cada uno de los conmu-
- tadores para acoplar capacitivamente dicha tensidén comprende:

< un primer condensador acoplado a la salida del elemento lbgico

de entrada y a una de las entradas ldégicas a dichos elementos

_pucrta; y

- un inversor écoplado a la salida .de dicho elemento lbégico

quhentrada y a un segundo condensador, estando acoplada la

-‘salida de dicho segundo condensador a la otra de dichas en-

“tradas légicas a dichos elementos puerta, de tal manera que
,‘las3sglidas de los condensadores primero y segundo estén fuera

 de fase entre si.

12.- Un conmutador de estado s6lido seghn

la reivindicacién 11, para un circuito de abonado telefdnico

que tiene diversos conmutadores de estado sdlido, en dbnde
los elementos puerta en cada uno de dichos conmutadores in-
cluyen}una'puerta éxclusiva;OR.

13.~ Un conmutador de estadc sdlido, segln

la reivindicacidn 12, en dénde dichos transistores de conmuta-
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cidn en cada uno de dichos cdénmutadores son transistores MOS
que tienen sus puertas acopladas a la salida de los elementos
puerta para proporcionar bien una via de alta o baja resis-
tencia entre sus drenajes en respuesta a la salida desde los
elementos puerta.

14.~ Un conmutador de estado sbélido segin la-
rgivindicacién 13, en déﬁde dichos transistores de conmuta-
cidn en cada uno de los conmutadores son transistores VMOS.

15.~ Un conmutador de estado sdlido segfin
la reivindicacidn 11, para un circuito de abomado telefénico
en dénde en cada uno ‘de dichos confutadores el elemento 16-
gico de entrada, el elemento para acoplar capacitivamente
1a tensibén de frecuencia predeterminada, el elemento puerta
7 el elemento de conmutacidn estén comprendido en un dnico
cnip de silicio.

16.- Un conmutador de estado sbélido.

Tal y como se ha'descrito eﬁ la memoria
que antecede, répresentaﬁo en los dibujos qué acompafian y
a los fines eséecificados. ‘

Esta memoria constg de diecisieté hojas

escritas por una sola cara.

-

EUGE ¥
\%Secretario Baneral
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